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La presente invencidén se refiere a presentaciones tér-

‘ micas, del tipo que.tiene una disposicidn ordenada de ele-

‘ mentos calefactores selectivamente activados para dar una

presentacién de informacidn sobre un material térmicamente

. sensible, y mds en particular a una disposicién integrada

~ de elementos de calefaccién semiconductores y una matriz de

" excitacidn para la misma, asf como a los métodos de fabri-~

! carlas.

El objeto de la presente invencién reside en un método

simplificado y perfeccionado de fabricar una disposicién de

_ circuitos semiconductores integrados dtil como presentacidén

térmica,

Otros objetos, rasgos caracteristicos y ventajas de la

invencién pueden comprenderse del mejor modo por referencia

" a la giguiente descripcidn detallada, tomada en unidén de

los adjuntos dibujos, en los que se indican con los mismos

" nimeros de referencia las partes similares, y en los cua-

les:

-~ la figura 1 ilustra una disposicidn integrada de ele-

" mentos calefactores semiconductores, y una matriz de exci-

tacidn, conforme al presente invento;

- la figura 2 ilustra una egiructura intermedisz en la
fobricacién de la disposicidén de elementos calefactores se~
miconductores integrados y la matriz de excitacidn de la
fige 13

- la figure 3 ilustra el diseflo de interconexiones de

los elementos calefactores y la matriz de excitacidn, en la

superficie de la esgtructura de la fig. 2;
~ la figura 4 ilustra el disefio de interconexiones pa-
ra la conexién exterior a los elementos de calefaccidén y a

m2~
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~ la figura 5 ilustra el circuito eléctrico incbrpo—

: rado a la disposicién de elementos de calefaccibén integra-

. dos y a la matriz de exceitacién de la fig. 1.

ILa fig. 1 ilustra una disposicidn de tres por cinco

© elementos calefactores de tipo mesa semiconductores, situa-i

: da dentro de la ventanilla 3, y la matriz de excitacidn 4

sobre la cual estd situado el material bérmicamente sensi-

. ble, formando una presentacién dindmica de informacién del

tipo descrito en la patente de EE.UU., 3.323.241 de J.W.
Blair y col., en la que se usan los materiales termocrémi-
cos allf descritos o sobre la cual se hace pasar un mate-

rial térmicamente sensible y especialmente tratado, for-

e it s s

mando una presentacién permanente de informacién, o dispo- ?

sitivo impresor, del tipo descrito en la solicitud de pa-

tente afin, EE.UU. n? 492.174, de Emmons y col., presenta-

da el 12 de octubre de 1965 y cedida al mismo cesionario

del presente invento.

Sobre un soporte aislante 1 que puede ser de un mate-

rial adecuado cualquiera (por ejemplo, de un cerdmico, vi-

drio o zafiro) se monta una pastilla semiconductora 2 de
silicio monocristalino y de menor tamafio, por medio de un
adhesivo aislante de buenas propiedades de aislamiento
térmico y eléctrico, tal como un epdxido.

Cada elemento calefactor de la disposicién comprende

un cuerpo semiconductor monocristalino en forma de meseta

o "mesa", y contiene un elemento calefactor en é1 formado

por la cara inferior de la mesa junto al soporte 1, de mo-
do que, al activarse el elemento calefactor, en la super—

ficie superior de la mesa se forma un punto de recalenta-
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- calefactores selectivemente activados forme en el material

s 387621 i

miento local que da un punto localizado en el material tér-'_ggf:§ 

micamente sensible que hay encima. Un grupo de slementos

‘ térmicamente sensible un grupo de puntos que define una

H

Z el materisl térmicamente sensible.

t

i

Las mesas que congbituyen la formecidn o disposicidn

: ordenade de elementos calefactores estdn aisladas entre si

por el airs, y unidas por un disefic de conexién metdlica

. por debajo de las mesas, entre la pastilla semiconductora

; representacién de cardcter o de informacidén, presentada en |

2 v el soporte 1, digefio que interconecta los elementos ca-

. lefactores de las mesas en la deseada configuracidn de cir-

 ouito. Ia matriz de excitacidn para activar selectivamente

los elementos de calefaccibén y suminigtrarles la energla

© deseada estd situada en la pastilla semiconductora 2, en

el drea designada en general con el nimero 4. Los elemen-

- 408 de circuito que constituyen la matriz de excitacién

forman parte integrante de la pastilla semiconductora 2,

. separadas por unién PN entre si e interconectadas en la

configuracién de circuito deseada por medio de un disefio

" de conexidn metdlica que va por debajo de la pastilla 2,

entre ésta y el soporte 1. Ia formacidn o disposicién de

elementos de calefaccidn y la matriz de excitacién estén

_ también interconectadas en la configuracidn de circuito

 deseada, por medio del disefio de conexién metdlica exis~
 tente entre la pastilla 2 y el soporte 1.

La pastilla semiconductora 2 es enteriza, excepto en

" el 4rea de la ventanilla 3 en la que estdn situados los

elementos calefactores aislados por aire; y, por consi-

guiente, la superficie superior de la pastilla semiconduc-—

-4 -
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. por encima de la disposicién ordenada de elementos cale~: g o7

* factores.

» tilla semiconductora 2 y el soporte 1 se extiende saliendo

£

- las aberturas 5, 6 y T del soporte 1, para poder efectuar
8 ellas la conexién exterior a través de las aberturas por

© la cara inferior del soporte 1, en tanto que las conexiones

tora 2 presenta un soporte bueno y mis uniforme p

387621 L. o

colocacidn o el paso del material térmicamente sensible

El digefio de conexién metdlica situado entre la pas-

- et crems o namemenny | "-C f,;-?‘:

hasta unas dreas o placas de conexién situadas encima de |

: externas estdn formadas en la cara inferior del soporte 1

y se quitan del material térmicemente sensible situado en- :

‘ cima de lasg mesas. Bl disefio de conexidn metdlica situado
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i
entre la pastilla semiconductora 2 y el soporte 1 une me-

cénica y eléctricamente las mesas aisladas por aire, y las ;
conecta eléctricamente a los elementos de circuito de la
matriz de excitacién, estando soportado en el adhesivo epo-:
x{dico que descansa entre la pastilla semiconductora 2 y
el soporte 1.

Oada mesa contiene una pareja o agrupacidén de transis-
tor y resistencia, selectivamente activada de menera que
le potencia disipada por la resistencia produce el "punto
caliente" en la superficie superior de la mesa selecciona-
da. El transistor de cada mesa desempefia una funcidn acti-
va de control o de amplificacidén, de manera que el calor
generado por é1 facilita la creacidn del "punto caliente'. .

Ademds, un elemento activo de cada mesa aminora la necesi- .

dad de una amplificacidn de sefiales que, de no ser asi,

- habria de disponerse exteriormente a la disposicidn de ele~

mentos calefactores, y permite a la disposicidén de elemen- :

-5 -



filtos calefactores funcionar directamente alimentadé Q){:,‘mf

fuentes de excitacidén de baja potencia.

Ia pareja de transistor y resistencia de cada mesa es~

4 ilustrada en la fig. 5 (transistor T1l4 y resistencia R14,

por ejemplo), en unidn de sus circuitos de excitacién aso-

~ ciados (trangistor T29, resistencia Ry29, resistencia Rj29

>4 y resistencia‘RBZ9, por ejemplo). Cada pareja de transis~

tor-resistencia va interconectada de mamera que uno de los

10

exbremos de la resistencia estd conectado al colector del
transistor, y el otro extremo de la resisbencia va conectg~
do a una fuente V4 de tensidn positiva, mientras el emisor

del transistor estd conectado a masa y la base del trangis-

- tor va conectada al circuito de excitacidén (esto es, al

15

emisor del transistor asociado en el circuito de excita~
cidn).

Al aplicarse simultdneamente impulsos positivos en el
terminal de entrada I29 y en el terminal PG, se pone en

conduceidn el transistor T29, haciendo que la tensién en -

el emisor del transistor T20 adquiera un valor mis positi-

20

vo ¥y dispare el transistor T1l4, originando el "punto ca-
liente" en la superficie de la mesa en la que estdn situa-

dos el transistor Tl4 y la resistencia Rl4. La linea PG

estd conectada a todos los transistores, T29, T30, por me-

25

30
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dio de las resistencias RBZ9, BBBO, de manera que la apa-
ricién simultédnea de un impulso positivo en PG y en una
(seleccionada) de las entradas I29 6 I30 hace que se ponga
en conducecidn el transistor seleccionado T29 6 T30 y a su
vez Qispare el elemento calefactor seleccionado.

En el ejemplo dado, disposicidén de tres por cinco ele-
mentos calefactores, existen 15 mesas, un mimero correspon-

- 6 -
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diente (15) de parejas de trzSSB’c]-ﬁsZthia

" 130).

ftos calefactores y la matriz de excitacién de la fig. 1
:puede comprenderse mejor estudiando la siguiente descrip~ |

" eidn del procedimiento de fabricarla.

37

. fudl - N
T15-R15), otros 15 transistores de excitacién (T29, T30) ;QJ“FJ

gcorrespOndientes, y las 15 entradas correspondientes (I29, el

La forma de construccién de la disposicién de elemen-

Con referencia a la fig. 2, se ilustra en ella una

jpastilla semiconductora monocristalina 2, enteriza, de si-

‘licio de tipo P. Las parejas de transistor-resistencia para

los elementos de calefaccidén comprenden unas regiones di-
fundidas en la superficie de la pastilla 2, las cuales se
designan con los sfmbolos T1 a T15 inclusive y, respectiva—i
mente, R1 a R15 inclusive, y estdn situadas en el 4rea de-
signada con el ntmerc 3. El 8 ilustra el 4rea que va a te-
ner forma de mesa. En tanto, cada transistor R15, por ejem—j
plo, comprende una regién de colector 9 de tipo N difundi-
da, una regién de base 10 de tipo P difundida y una regidén
de emisor 11 de tipo N difundida. La resistencia R15, por
ejemplo, comprende una regién de tipo N difundida hecha al

mismo tiempo que la difusién de colector de tipo N, y de

una misma pieza o enteriza con ella, de manera que uno de

los extremos de la resistencia 15 estéd Slmicamente conec-
tado al colector 9 interiormente al materisl semiconduetor.
Los tramsistores de excitacidn T16 a T30 inclusive

comprenden cada uno una regidn de colector difundida de

>tipo N, una regidn de bage difundida de tipo P y una regidén

de emisor difundida de tipo N. Cada transistor de excita-
cién T16-T30 lleva asociada una resistencia de colector,

-7 -
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G16---Rc30, respectivamente, Las resistencias de colector !‘}«

C16~R030 comprenden cada una una regidn difundida de tipo

N hecha al mismo tiempo que la respeciiva difusién de co-

lector del transistor excitador, de manera que uno de los
exbtremos de la resistencia de colector es enterizo con el
colector de su transistor excltador agociado, en tanto que

las resistencias de colector R0164R°30 llevan su otro ex-

 tremo respectivamente conectado por el interior del mate-

" rial semiconductor a los colectores de los transistores de

excitacidn T16-T30. Las resistencias difundidas R,21-R,25
tienen un extremo conectado por el interior del material
semiconductor, respectivamente, a un extremo de las resis-
tencias difundidas Rc30, R029, ROZB, R027 y R026. Las re-
gigtencias de bage RBlG-RB3O son unas regiones de tipo P
difundidas en la superficie de la pastilla semiconductora
2. Estas resistencias de base han de ir conectadas a los
elsctrodos de base de los respectivos transisbtores ﬁe eXx—
oitacidn T16~T30. Las resistencias de emisor RE16-RE30 son
unas regiones de tipo P difundidas en la superficie de la
pastilla semiconductora 2, y han de ir conectadas a los
electrodos de emisor de los respectivos transistores ex~
citadores T16-T130. Una regidn de tipo N difundida en la
superficie de la pastilla semiconductora rodea a cada una
de las regiones difundidas de tipo P que constituyen las
resistencias de base y emisgor RBl6~30 y RE16—30, a fin de.
proporcionar el deseado aislamiento ¢ separacién por unidn
PN entre los elementos de circuito del material semicon-
ductor. Unas regiones de tipo N fuertemente improsificadas,
TBl—TBIS, congtituyen unos tineles conductivos en la pas-

tilla semiconductora 2, para tenser una conexidén eléctrica

-8 -
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v ¢
. 6hmica entre los electrodos de base de los respégg;g’

 trangistores T1~T15 y los diversos elementos de circuito ‘

© fuertemente improsificada, TVG proporeiona un tdnel con-

: ductivo en el material semiconductor. En la superficie de
i la pastilla semiconductora 2 se disponen tres regiones PG
; difundidas de tipo N fuertemente improsificadas, respecti- :
; vamente préximas a los tres grupos de resistencias RBLG~2O

; RE16~20, Rp21~25 -~ RE21~25 y R326—3O - RE26~30. La unibn

P subyacente separa y alsla los tineles entre si y de los

i de distribueidn de los elementos de circuito deseados, té-

?? A "387621

YT LR Y
2 i/

e

ot I8

gl
e

~ :
! de la matriz de excitacidn. Una regién difundida de tipo N :

: PN formada entre un tinel de tipo N y el substrato de tipo §

demnds elementos de circuito.

Los transistores, resistencias, tineles y uniones ais—g
lantes o separadoras se forman en la superficie de la pas- |
tilla 2 utilizando el procedimiento de formacién plenar,
en el que sobre la pastilla de silicio de tipo P de la re-

sistividad deseada se desarrolla por crecimiento térmico

una pelicula de 6xido, colocando la pastilla en un horno

. a elevada temperatura y haciendo pasar sobre ella un agen- j

te oxidante. La pelicula de didxido de silicio resultante

~ actda de medio protector o de enmascaramiento contra las

impurezas que mis tarde se difundan en la pastilla. En la
pelicula de éxido se producen agujeros que permiten a los
sucesivos procesos de tratamiento de difusién formar las

funciones de transistor, resistencia, tinel y separacién

o aislamiento. Bstoa agujeros, que forman parte de disefios .

neles y regiones de separacidn, se producen por métodos
fotolitogrificos. Los contactos e interconexiones entre
los elementos de circuito se hacen por métodos fotolito-

-9~
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" rizado sobre el dxido para formar un disefio metdlico que E

— 387621

;gréflcos similares, utilizando, por ejemplo, alumin@&}?apomzw

conecte entre sf los elementos de circuito y termine en

" unas placas de unidn para las conexiones exteriores. Bl di-

" pefio de conexidn comprende unas tiras conductoras, en la

pelicula de 4xido, que se extienden hasta unas aberturas
practicadas en ésta, para dar las conexiones deseadas.

El disefio metdlico de conexidn formado en el Sxido de

bla pastilla semiconductora 2 se ilustra en la figura 3. Un

: gran plano de masa conductor, designado con el sfmbolo de

. "masa" en la fig. 3, interconecta todos los emisores de los

transistores T1~T15, e interconecta uno de los extremos de

" las resistencias de emisor RElG—BO; en la fig. 3% se ilug-

Tran las resistencias REZO, RE25 ¥y REBO, para mostrar el

lugar en que el plano de masa s€¢ conecta a estas resisten-

" eiags de emisor. La tira conductora VG interconecta uvn ex-

' tremoc de todes las resistencias R1-R1l5 con uno de los ex—~

tremos de las resistencias de colector R316—20. Yo tira
conductora Vé interconecta los terminales comunes de las

resistencias de colector R,21-R,30 (designados Vjy en la

- fig. 3) con uno de los extremos del tinel Ty (designado

V& en la fig. 2). La tira conductora 36 conecta la base

del transistor T15 a uno de los extremos del tunel TBls,

3y la tira conductora 37 conecta el otro extremo del tdnel

TBlS con el emisor del transistor T30 y con un extremo de

? la resistencia de emisor REBOJ Ta tirs conductora %8 conec-—

ta 1o bage del transistor T4 a uno de los extremos del ti-

' nel TBl4, y la tira conductora 39 conecta el otro extremo

del ténel T,14 al emisor del transistor 129 y a'uno de 1los

~ extremos de la resistencia de emisor Ry29. De igual manera,

- 10 =
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E lags bases de todos los transistores T1-T1l5 estédn conectadas

por medio de los tineles Tpl-15 a los emisores de los tran-
sistores T16~30 y a las resistencias de emisor Rpl6-30. Las%
tiras conductoras 21-%5 se conectan respectivamente a las %
5 é bases de los transistores 30, 29, 28, 27, 26, 21, 22, 23, g

- 24, 25, 16, 17, 18, 19 y 20 y a uno de los extremos de sus;

H

resistencias de base. Las partes asgrandadas de 21-35 actua~

rén més adelante como placas de conexién exterior, y més

; concretamente como entradas para activar selectivamente 1los:
10 % elementos calefactores. En tanto, la placa de conexidén de
’ la fig. 3 corresponde & la entrada 130 de la fig. 5, ¥y la
i placa de conexidn 22 de la fig. 3 corresponde a la entrada |,
. 129 de la fig. 5. : §
Los demds extremos de las resistencias de hage RBl6—30§
15 | estédn conectados a los tineles PG ilustrados en la fig. 2, ‘
© ¥ los extremos de estos tuneles estdn interconectados por
la tira conductora PG de la fig. 3. Por ejemplo, la resis- i
f tencia de base RBZO tiene su otro extremo conectado al ti- :
; nel PG en la parte superior de la fig. 2 por medio de la
20 i tira conductora 41 ilustrada en la fig. 3; la resistencia .
- de base Ry30 tiene su otro extremo conectado al tinel PG .
- ilustrado en la parte media de la fig. 2, por medio de la
" fira conductora 40 ilustrada en la fig. 3; y la resisten-
| cia de base RBZG tiene su otro extremo conectado al tinel
25 i PG indicado en la parte inferior de la fig. 2 por medio de g
' 1a tira conductora PG' ilustrada en la fig. 3. :
Hay que decir que cuando una tira conductora cruza por?
encima de un tunel, por ejemplo, la tira conductora Vg en |

" su cruce por encima de los tdneles Tp1-Tp10, la capa ais-

30 lante de éxido de silicio que hay en la superficie de la
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pastilla semiconductora afsla la tira conductors del tdnel T

ermi bte ai

" conductor, de manera que no hay interferencia eléctrica.

E Por consiguiente, la matriz de excitacidn, por ser més

§

" compleja y necesitar mis elementos de oircuito que la dis~

"posicién de elementos calefactores, ocupa un drea de la pas-

;tilla semiconductora mayor que la de la disposicidn de ele-
Ementos calefactores, y estd cerca de ésta, en tanto que las
;dos se fabrican durante las mismas-operaciones de procedi~
imiento y sujetas a los mismos ambientes. Se elimina asi la
?necesidad de circuitos exbteriores de excitaocién, y se redu-
" ce el camino de conexidn.

Después de tratada la pastilla semiconductora, que
:incluye la disposicidén de elementos calefactores y la ma-
itriz de excitacidn con el deseado disefio de interconexiones,
;segﬁn gse ilustra en la fig. 3, la pastilla se vuelve de
‘arriba a abajo y se monta en un soporte aislante 1 mds gren-
“de, con arreglo al procedimiento descrito en la solicitud
?de patente afin de EE.UU. n2 650.821, de Edward M. Ruggiero,
- presentada el 3 de julio de 1967 bajo el titulo de "Presen-
_taciones térmicas en las que se utilizan circuitos integra-
:dos aiglados por aire, y métodos de fabricarlas" y cedida
.al nismo cesionario de la presente. Asf, sobre las dreas de
-placa de conexidn degsignadas por los puntos 21-35, PG',
'RE30, VO vy G en la fig. 3, se aplica selectivamente un
‘agente de separacibén que comprenda un material de foto-
-reserva. A continuacidn se aplica un adhesivo epoxidico
Esobre la pastilla semliconductors en el disefio de interco-

nexiones metdlico, el éxido de siliecio y el material de
Vfoto-resefva. El adhesivo epoxfdico se adhiere al dxido de

gsilicio y al metal del disefio de interconexiones, pero no

£

21,1.71 ° - 12 -
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“al material de foto-reserva. ILa pastilla semiconductor
;vuelve luego de. arriba a abajo y se monta en el soporte

% aislante 1 (fig. 1), con las placas de conexién 3}—35, Vb
?y G superpuestas a la abertura 5, lag placas de conexién
L 26=30 ¥ Vc encima de la abertura 6 y las placas de conexidn'!
521~25, REBO ¥ PG! superpuestas a la abertura 7. Hstas pla-

, tal manera que resultardn accesibles a travéds de las aber-

;turas practicadas en el soporte.
" das encima de las aberturas. !
j de curade o endurecimiento inicial, la viscosidad del adhe-;
. sivo facilita la fluencia del adhesivo epox{dico, que no

, to, hard que el adhesivo epoxfdico se aparte del material

" de foto-~reserva, recogiéndose en las dreas que rodean al

. epoxfdico y limpias para hacer buenas conexiones eléctricas’

“a las mismas.

387621

_cas de conexidn estédn alineadas con las aberturas 5 a 7 de g

La fig. 4 ilustra, visto por abajo, el soporte 1 y las;

" aberturas 5 a 7 con las placas de conexidn apropiadas situa{

A continuacidn se endurece el adhegivo epoxfdico hastai

convertirlo en un sélido rigido; y durante el tratamiento

f

3

sivo epoxfdico decrece considerablemente, antes de su poli-

. merizacidén y endurecimiento. Esta menor viscosidad del adhe-=

i

"mojar4" fdcilmente el material de foto-reserva y, por tan—

material de foto-reserva, de modo que forma un menisco con
la pared de las aberturas 5 a T del soporte l. ;

Tras el completo curado o endurecimiento del adhesivo

. epoxidico, se quita el material de foto-reserva por métodosE

_usuales, quedando las placas de conexidn libres de adhexivo

i

La superficie superior de la pastilla semiconductora,
que es la superficie alejada o distante de los elementos

- 13 -
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" guita, haciendo la pastilla semiconductora todo lo delgada
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que se gquiera. Esto puede conseguirse en una sola etapa o

¢ en varias, usando métodos de lapeado o esmerilado, chorro

. de arena o ataque quimico, Ahora bien, se mantiene la inte-

- gridad de las uniones PN. Como el material térmicamente

sensible estard situado o se habrd puesto encima de la su~

" perficie monocristalina de la pastilla semiconductora, re~

; sulta pulimentado quimica o mecédnicamente.

10

Desaparece entonces el material semiconductor de la

- pastilla 2, en torno a cada pareja de transistor-resistencia

; de un elemento calefactor, quedando la formacidn de tres

; por cinco mesas separadas por aire. Encima de la superficie

% superior de la pastilla 2 se aplica una capa de foto-reserva,

15

"y sobre ella una fotomdscara para habilitar el disefio de

l exposicibén deseado para la capa de foto-reserva. La capa de

foto-reserva se impresiona o expone luego a travée de la

fotomdscara, se revela y se quita selectivamente, dejando

al descublerto las 4reas de la superficie del semiconductor

20

que hay que quitar. Con la capa de folto-reserva definiendo

- el disefio deseado, se ataca el material semiconductor hasta

. llegar a la pelfcula de éxido de silieio, dejando las for-

- mas de meseta 0 mesas separadas por el aire, ilustradas en

- la fig. 1.

25

La fig. 1 ilustra la forma resultente de la pastilla

 semiconductora 2, en la que estd situada la formacidn o

disposicidén ordenada de tres por cinco mesas separadas por

aire.

30
2L.1.TL

Con referencia shora a la fig. 4, y mirando a la cara

t inferior del soporte aislante 1, hay un disefio metdlico

- 14 -



"previamente aplicado a la caras inferior del soporte aislan;'ﬁf,Wﬁ

ite, que se va a conectar con las placas de unién de la pas-§

étilla semiconductora. Las conexiones 42 estédn hechas entre

ilas placas de conexién y las tiras conductoras por la cara
5 t{inferior del soporte aislante 1, a través de las aberturas
5 & T practicadas en el mismo.

Como puede verse, las tiras terminales 21~35, en unién

-de la tira terminal Pat, proporcidnan los terminales de en~— ;
§trada para achivar selectivamente la disposicidn de elemen-

10 ;tos calefactores que se analizé antes en relacién con los

;terminales de entrada 129, I oV PG de la fig. 5. Las tiras

5
;Vc ¥ G hacen de terminales de alimentacidén dando las cone~
?xiones de tensién de colector y potencial de masa al siste- ;
M8,

15 ;r Bl material térmicamente sensible para los fines de la ;
presentacién se pone en contacto directo con las mesas de
zsilieio monocris%alino, que son muy delgadas, permitiendo ;

‘asf un alto grado de comunicacidén térmica entre las mesas 2

.y el material térmicamente sensible. La disposicidn de ele- §

20 ‘mentos calefactores tiene un alto grado de aislamiento eléc—%
ftrico y térmico entre las mesas, y resulta especialmente :
:adecuada para las aplicaciones de presentacibn térmice, en ‘

;tanto que con ella pueden integrarse, con aiglemiento elée- f
%trico vy térmico adecuado y en gran densidad de agrupacidu,
25 Elos elementos de circuito que counstituyen la matriz de ex-—
citacidn.
La disposicidn de mesas en mimero de cinco por tres se
ida aqui a titulo meramente ilustrativo, pudiendo elegirse

:oualquier ntmero y forma para la disposicidén, segin el ca-

30 récter de la informacidn que se desee presentar en el mate~

21.2.71 - 15 - |
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E rial térmicamente sensible.

% Se sobrentiende que la forma de realizacidn arriba
. descrita no es sino.un mero ejemplo ilustrativo y no limi~
tativo de la invencidn. Las personas versadas en la materia
5 } pueden sin duda idear otras numerosas disposiciones, sin

apartarse del espiritu ni salirse del dmbito del invento,

tal como lo definen las reivindicaciones siguientes.

10
—~ REIVINDICACIONES -~
) Los puntos de invencidn propia y nueva que se presen~-
15 é tan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de

. Invencién en BEspafia, por VEINTE afios, son los sgiguientes:
: 1.~ Un método de fabricar una disposicidn de circuito
- de semiconductores integrada, que comprende las etapas de:l
formar concurrentemente una pluralidad de elementos disi-
20 . padores de calor én una primera 4rea de una primers de las
. caras de una pastilla semiconductora, y formar una plurali-
% dad por 1o menos igual de grande de elementos de circuito
i aislados, de unidén PN, en una segunda 4drea, separada de la
:primera drea, de dicha primera cara de la citada pastilla'
25 z semiconductora; encima de dicha primera cara de la citada
}pastilla semiconductora, formar un disefio de distribucién

" conductivo que interconecte dichos elementos disipadores

e calor y dicha pluralidad de elementos de circuito ais-
: lados, de unidn PN; montar dicha pastilla semiconductora

%0 | en un substrato aislante, con dicha primera cara de la ci-

211,71 - 16 -
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20
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teda pastilla semiconductora junto a dicho substra~
t0 aislante; y retirar selectivamente material se-
miconductor de dicha pastilla semlconductora en di-
che primera &rea, dejando unas partes de pastilla
f{sicemente separadas que contienen cada uno de di-
chos elementos disipadores de qalor; el tiempo que
se mantiene totalmente enteriza dicha segunda drea
de la citada pastilla semiconductora.

28 .~ Un método segin la reivindica~
cidn 18, en el que los elementos disipadores de ca-
lor son resistencias difundidas,

38,. Un método segin la reivindica~
cibén 18, en el que la pluralidad de elementos de
circuito aislaedos de unidén P~N son transistores.

48,. Un método segin la reivindice-
cidn 18, en el que dicho disefio conductor formado
sobre dicha primera cera de la pastilla semiconduc~
tora estd formado sobre un materisl aislante,

58 ,~ Un método de fabricar una dis-
posicién de circuito de semiconductores integrada.

Tal y como se ha descrito en la Memo~
ria que antecede, representado en los dibujos que se

acompafien y para los fines que se han especificado.



Bete Memoria consta de dieciocho ho~

jos escritas a méquina por una sola de sus caras.

xesrsa, =2 AR, 1974

POA-.

25.3.74 - 18 -
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